능 동 소 자 (active element)

1 능동소자란?

-전기를 가한 것만으로 입력과 출력에 일정한 관계를 갖는 소자를 말하며, 다이오드, 트랜지스터, IC 등이 있다.

2 다이오드.
2.1 다이오드란?

 -전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 반도체 부품이다. P형 반도체와 N형 반도체를 접합해서 만든다.
2.2 다이오드의 원리

-p형 반도체란 실리콘 반도체 소자에 갈륨이나 인듐과 같은 불순물을 넣어 전자의 수를 줄여 양(+)의 특성을 가지게 하는 반도체이다. 이것은 항상 자유 전자를 끌어 당기려 하는 특성있다.
-n형 반도체는 실리콘 반도체 소자에 비소나 안티몬 같은 불순물을 넣어 전자의 수를 늘여 음(-)의 특성을 가지게 한 반도체이다. 이때 추가된 전자를 과잉 전자라 혹은 자유전자라 하는데 적은 힘에도 전자가 분리되어 자유롭게 움직인다. 이것은 언제든지 소자 자체가 안정 되기 위해 자유 전자를 내 보내려고 한다.
-위의 두 반도체를 접합하여 한쪽 방향으로 전류가 흐르도록 만든 반도체를 pn접합 다이오드라고 한다.

2.3 다이오드의 원리. 
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2.4 다이오드의 정류작용.
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2.5 LED(Light Emitting Diode)
- 발광 다이오드.

- 빛이 나는 원리 : 순방향으로 전류가 흐를 때 전자가 원자핵과 충돌하며 에너지가 빛으로 방출된다.

- Si 대신 Ga(갈륨), As(비소), P(인) 의 혼합물로 만든다.

- 붉은색과 초록색의 세기를 조절하여 빨->주->노->초 등의 색을 낼 수 있다.
2.6 수광 다이오드.


 -광검출 특성을 응용하여 수광 센서로 사용.

2.7 쇼트키 다이오드

일반 다이오드는 P-N 접합을 이용하여 순방향 턴온 전압이 0.6~0.7V 정도에서 동작을 하는데 비해서, 쇼트키 다이오드는 쇼트키 배리어를 이용하여 순방향전압을 0.2~0.3V 정도로 낮추어 전력손실을 최소화 하면서 고속 동작을 할 수 있게 만든 다이오드.
쇼트키장벽 , Schottky barrier

금속과 반도체를 접촉시켰을 때 발생하는 전위(電位)의 장벽.전류는 이 장벽 때문에 한 방향으로만 흐르기 쉽게 되어 정류성(整流性)이 나타난다. 접촉면에 있어서의 전위 장벽은 일함수와 전자친화도와의 차와 거의 같다. 쇼트키 장벽의 정류작용을 이용하여 금속 반도체 접촉에 의한 다이오드가 만들어지고 있다.

2.8 제너 다이오드
-zener effect란? 전압이 증가하면 낮은 전압에서 전자가 이동 할 수 있는 양자 터널효과가 발행한다. V가 일정할 때 I 가 커져도 R이 작아져서 V가 일정해진다.

-제너 다이오드의 원리 : 제너 항복 현상을 좀 더 적극적으로 이용하여 만든 소자로, 다이오드의 불순물 농도를 높게 하여 항복 현상이 쉽게 일어나도록 만든 다이오드.

3 트랜지스터


-기능 : 스위칭, 증폭
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-npn 트랜지스터와 pnp 트랜지스터의 기호.
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-트랜지스터에 전하가 흐르는 대략적인 모습

-트랜지스터(TR : transistor)의 구조는 pn접합 2개를 맞대어 붙인 형태로 되어 있으며, pnp형과 npn형이 있다. 트랜지스터를 동작시키기 위해서는 C-B 접합에 역방향 전압을 가하고 E-B 접합에 순방향 전압을 가하는 것이 중요하다. 순방향 전압이 가해진 E-B 

접합에서는 이미터 쪽에서 많은 전자가 공핍 층을 넘어 확산 현상으로 베이스층으로 유입된다. 유입된 전자의 일부분은 베이스층의 정공과 재결합하여 베이스 전류가 되지만, 대부분의 전자는 베이스 층이 얇기 때문에 확산하는 거리가 짧아 곧 C-B 접합에 도착한다. C-B 접합에 도착한 전자는 공핍층의 전기장에 끌려 컬렉터 층으로 들어가서 컬렉 터 단자에 도착한다. 그러므로 이미터 전자는 베이스를 지나 컬렉터로 흐르고, 그 양은 B-E 접합의 순방향 전압 VBE에 의해 자유롭게 조절할 수 있다.
-트랜지스터의 증폭 작용 

이미터에서 유입된 전자 가운데 컬렉터에 도달하는 전자의 비율을 α라 하면 α는 보통 0.99정도로 1에 가까운 값을 갖는다 또한 베이스와 컬렉터 사이의 전류 증폭률을 β라 하면, β=α/(1-α)로 나타낼 수 있다. 만약 α를 0.99로 하면 β는 약 100이 되어 베이스 전류가 100배로 증폭되어 컬렉터에 흐르게 된다. 또 α를 0.999로 하면 β는 약 1000이 되어 1000배로 증폭된 컬렉터 전류가 흐르게 된다. 이것이 트랜지스터의 증폭작용이다.
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